
 

 
図 2 : プローブの正飽和電流と正負飽和電流比

の空間分布（偏向磁場の有無を比較）． 
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1. 研究目的                  

大口径アルミニウム製プラズマグリッド

(Al-PG)を用いて，水素正負イオンから構成され

る水素イオン性プラズマの生成を目指してい

る．Al-PG に対して引出電場を印加することで，

水素化アルミ分子と考えられるプリカーサーの

崩壊に伴い，H−が生成されるという結果が，関連

研究の質量分析によって得られつつある．制御グ

リッド(CG)によって引出電場を印加して，崩壊を

促進させた．CGに印加された偏向磁場によって，

電子の偏向除去を試みた． 

 

2. 実験方法 

熱陰極直流アーク放電で生成された水素プ

ラズマを，電子偏向磁場が印加されたテーパー

構造のAl-PGへ照射した(図1)．Al-PG (VPG印加)

の下流側に設置されたCG (VCG印加)によって，

Al-PG/CG間に電場が印加された．Al-PG前面(z = 

−3.6 cm)とCG裏面(z = 0.4 cm)に，それぞれ直交

するBd
PGとBd

CGの電子偏向磁場が印加されてい

る. 軸方向へ掃引できるラングミュアプローブに

よって，Al-PG 付近から下流域までのプラズマ分

布を測定して，崩壊に関するVPGとVCGの依存性を

調べた． 

 

3. 結果と考察 

CGの偏向磁場が，下流域プラズマ特性の

VPG-VCG依存性に及ぼす影響について調べた．VPG 

= −5 V, VCG = +100 V, −100 Vの場合，プローブの正

飽和電流Ip+と正負飽和電流比|Ip−/Ip+|の空間分布を

図2に示している．Al-PGについて，VPG > +2 Vの

範囲では崩壊しにくく，VPG < +2 Vは崩壊しやす

い．CGについて，VCG > 0 Vの範囲では崩壊しに

くく，VCG < 0 Vの範囲では崩壊しやすい．Bd
CG = 0 

mTの場合(点線)，VCG = +100 Vでは電流比が低い

が，VCG = −100 Vでは電流比が高く，崩壊してい

ることを示している．ここでBd
CG ≠ 0 mTの場

合(実線)，VCG = −100 Vでは電流比が大幅に低く

なり，電子が偏向除去されている．一方，VCG = 

+100 Vでは，逆に電流比が増加している．これら

のことから，CG偏向磁場には電子を偏向除去す

る効果はあるが，一方で崩壊を引き起こしてい

る可能性もあることが分かった．CG偏向磁場

によって電子を十分に偏向除去することはで

きず，下流域には比較的多くの電子が残留して

いる． 

プリカーサーの種類は，VPGによって作り分け

られており，引出電場と偏向磁場の印加によっ

て，崩壊させて残留電子を十分少なくすること

はできないといえる．崩壊を促進させる手段を，

さらに検討する必要がある． 
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図 1 : 実験装置図． 


